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はじめに 
これまで我々は c 面サファイア基板上に

MBE 成長した三酸化モリブデン（MoO3）薄膜
の光学特性や結晶構造評価について報告して
きた[1,2]。今回、MoO3 との混晶化やヘテロ接
合が期待できる三酸化タングステン（WO3）の
薄膜を MBE 成長した結果について報告する。 

 
実験と結果 

エピクエスト社製の MBE 装置を用いて r面
サファイア基板上に基板温度 700℃で厚さ
200nm の WO3薄膜を成長した。ここで、K セ
ルには純度 99.99%（4N）の WO3チャンクを充
填しビームフラックスを得た。まず、成膜した
WO3 薄膜に対して室温で光透過率測定を行っ
た。図 1 に透過スペクトルを示す。可視光領域
で約 80%の透過率と明瞭なバンド端吸収が見
られた。室温でカソードルミネッセンスの発光
ピークが観察されたことから、直接遷移型とし
て基礎吸収端エネルギーを見積もったところ、
約 3.4eV であった。この値はこれまで報告され
ている文献値（2.92～3.15 eV [3]）よりも大き
いが、これは化学量論比に近い高品質結晶であ
る為と考えている。 
次に、結晶構造を調べるため、X 線回折測定

を行った。図 2 に 2/スキャンの結果を示す。
基板からの鋭い回折ピークの他、単斜晶または
斜方晶の WO3(001)に基づく回折ピークが現れ
た（単斜晶と斜方晶の格子パラメータが近接し
ている）。さらに我々は、面内における結晶情
報を調べるため、2を(222)回折角度に固定し
て、正極点測定を行った。図 3 に極点図を示す。
4 回対称の配置で強い{222}反射スポットが現
れたことから、WO3 膜が基板に対してエピタ
キシャル成長していることが判る。当日は、よ
り詳しく構造を解析した結果を報告する。 
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図 1  WO3薄膜の透過スペクトル 

 

 
     図 2  2/スキャンによるXRDパターン 

 

 図 3  {222}反射の極点図 
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